

	[image: ]	
[image: ]




博碩士論文 88521022 詳細資訊








  
  	以作者查詢圖書館館藏	、以作者查詢臺灣博碩士	、以作者查詢全國書目	、勘誤回報	、線上人數：47	、訪客IP：34.239.227.49


  	姓名	
      	  呂國培(Kuo-Pei Lu )  
		      查詢紙本館藏  	畢業系所	電機工程研究所
	論文名稱	
      	  LDMOS功率電晶體元件設計、特性分析及其模型之建立
      	   
	相關論文		★ 增強型異質結構高速移導率電晶體大信號模型之建立及其在微波放大器之應用	★ 空乏型暨增強型Metamorphic HEMT之製作與研究
	★ 增強型與空乏型砷化鋁鎵/砷化銦鎵假晶格高電子遷移率電晶體:
元件特性、模型與電路應用	★ 氧化鋁基板上微波功率放大器之研製
	★ 氧化鋁基板上積體化微波降頻器電路之研製	★ 順序特徵結構設計研究及其應用在特徵模子去耦合與最小特徵值靈敏度
	★ 順序特徵結構設計研究及其應用在最大強健穩定度與最小迴授增益	★ CMOS無線通訊接收端模組之設計與實現
	★ 積體化微波被動元件之研製與2.4GHz射頻電路設計	★ 異質結構高速移導率電晶體模擬、製作與大訊號模型之建立
	★ 氧化鋁基板微波電路積體化之2.4 GHz接收端模組研製	★ 氧化鋁基板上積體化被動元件及其微波電路設計與研製
	★ 二維至三維微波被動元件與射頻電路之設計與研製	★ CMOS射頻無線通訊發射端電路設計
	★ 次微米金氧半場效電晶體高頻大訊號模型及應用於微波積體電路之研究	★ 深次微米通道摻雜場效應電晶體及其在微波功率放大器之應用



	檔案	
		   		[image: ][Endnote RIS 格式]   
		      [image: ][Bibtex 格式]     	
      [image: ][相關文章]   [image: ][文章引用]   [image: ][完整記錄]   [image: ][館藏目錄]   [image: ][檢視]  [image: ][下載]	本電子論文使用權限為同意立即開放。
	已達開放權限電子全文僅授權使用者為學術研究之目的，進行個人非營利性質之檢索、閱讀、列印。
	請遵守中華民國著作權法之相關規定，切勿任意重製、散佈、改作、轉貼、播送，以免觸法。

  
      

	摘要(中)	本論文利用TMA MEDICI這套軟體模擬元件的結構以及製程參數，得到我們所要的直流參數，並依據此作為製程條件，製作光罩，利用立生半導體製程做出LDMOS，開發出LDMOS製程。其直流特性在崩潰電壓方面可以達到41.3伏特；而在高頻方面，並且利用HP 8510C網路分析儀進行元件的高頻量測，得到元件的高頻參數fT約為5.85GHz，而fmax約為6.1GHz；並且到國家豪微米實驗室量測元件操作900MHz時，輸出功率可以達到511mW/mm，功率增益也達到了16.7dB，在class A式偏壓下功率附加效益達到了49.4%。

而在建立等效模型方面使用HP ADS軟體，萃取出元件參數與對基板的寄生參數；並且使用Level 3模型建立了LDMOS的大訊號模型，不論在直流方面的電流電壓特性，或是高頻S-參數與功率參數的模擬，皆可獲得與量測值接近的特性。

本論文亦針對封裝對於元件所產生的影響，建立一等效模型，利用串聯電感及寄生電阻與電容，模擬封裝對於元件在高頻響應的影響。由本論文設計的LDMOS經由以上的量測與特性分析並建立等效模型，得到LDMOS是適合做高頻以及高壓的元件，可以應用在基地台的功率放大器，或是作為大功率的功率元件，未來的應用範圍相當的寬廣。
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